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Kathode

Gewicht etwa 0,4 g MagBe in mm

Germanium-Golddrahtdiode
Schaltdiode

Die Golddrahtdiode AAY 15 ist eine Schaltdiode. Sie hat ein genormtes Metallgehiuse
TO 18 lang (DIN-Bezeichnung 18 B 2) mit einseitig herausgefiihrten AnschluBdrihten.
Der kathodenseitige AnschluBdraht ist durch die Nase am Rand des Gehiusebodens

gekennzeichnet.

Grenzdaten

fiir eine Umgebungstemperatur

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
DurchlaBstrom
Spitzenstrom

StoBstrom
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur

Warmewiderstand

Statische Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur

DurchlaBspannung (Ir = 0,1 mA)
DurchlaBspannung (Ir = 190 mA)

Sperrstrom Ur=1,5V)
Sperrstrom (Ur=10V)
Sperrstrom Ur=130V)

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Gespeicherte Ladung (Ir= 10 mA)
Schaltzeit beim Umschalten

von Ir= 2 mA aufIg= 2 mA, gemessen
mit Tektronix, Einschub S

) tay < 50 ms

330

Ty 25 75 °C
Ur 30 30 Vv
URM 30 30 Vv
Ie) 190 5 mA
irm 300 300 mA
iFs 400 400 mA
Tj 9 °C
Ty -55...+75 °C
Ry | <05 | grd/mw
Ty | 25 | € °C
Ur 0,18 (éo,zs)] v
Ur 0,56 (=0,75) v

Ir 03 (£2) |50(=<20) | uA
Ir 06 (=35)|90(<30) | pA
Ir 4,0 (£16) | 30 (£200)| pA
Q 300 (< 500) pAs
trr 25 ns
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DurchlaBkennlinie Ty = 25°C
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Mittlere Sperrverzdgerungszeit t.r
trr = f (IF); IR als Parameter
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ARV 11 FTLE

Gewichtetwa 1,6 g MaBe in mm

pnp-Mesatransistoren

AFY 10 und AFY 11 sind pnp-Germanium-Hochfrequenz-Transistoren in Mesa-Technik
mit dem Normgehiuse TO-5 (DIN-Bezeichnung 5C 3). Der Kollektor ist mit dem Ge-
héuse elektrisch verbunden.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucgo | 15 v
Kollektor-Basis-Spannung ~Ucpo | 30 \
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo | 12 \
Kollektorstrom -Ic 70 mA
Sperrschichttemperatur T; 20 °C
Lagertemperatur Ts -55...4+75 °C
Gesamtverlustleistung ( Tg = 45°C) Prot 560 - mwW

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Luft Renu = 250 grd/W
Kollektorsperrschicht - Transistorgehiuse Reng grd/W

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 15 V) -Icgo | 0,8 (< 18) BA %
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucpo=15V; Ty =60°C) ~Icgo 8 (< 80) LA %

1 Die angegebene Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo ist keine Grenze fiir die Aussteuerbarkeit der
Transistoren. Der Wert darf iberschritten werden, wenn die thermische Stabilitit gewadbhrleistet ist.

! Dieser Wert darf iiberschritten werden, solange der Emitterstrom nicht groBer als 10 mA wird.
% AQL=0,65%
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AFY 10 .
AFY 11

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Arbeitspunkt: FY 10 AFY 11
Jc=2mA, -Ucg =6V A |

Transit-Frequenz fr 250 (> 150) | 350 (> 150) | MHz
Hoéchste Schwingfrequenz frnax 500 600 MHz
Optimale Leistungsverstérkung

in Basisschaltung (f=100 MHz) Vobopt 12-15 14-18 dB
Optimale Leistungsverstirkung

in Emitterschaltung (f=100 MHz) Vpeopt 15-18 17-20 dB
Rauschfaktor (f=100 MHz;

Re =60 Q) F 5,8 48 dB
Rauschfaktor (f=200 MHz;

Rg =60 Q) ) F 6,8 6 dB
Stromverstarkung (f=1 kHz) Bo 20 (> 10) 20 (> 10)
Ruckwirkungs-Zeitkonstante

(f=2,5 MHz2) ey’ + Cc'p' | 35 (< 60) 18 (< 40) ps
Arbeitspunkt:

-Ic =10mA, -Ucg =10V

Transit-Frequenz (f = 100 MHz) fr 330 (> 200) | 550 (> 200) | MHz
Héchste Schwingfrequenz Frmax 600 750 MHz
Optimale Leistungsverstiarkung

in Basisschaltung (f=100MHz) Vpbopt 14-17 16-20 dB
Stromverstarkung (f=1 kHz) Bo 60 (> 15) 60 (> 25)
Ruckwirkungs-Zeitkonstante

(f = 2,5 MHz) rep’ * Cc'p’ | 28 (< 40) 13 (< 40) ps
Kollektorkapazitat

(Ucso=10 V; f=1 MHz) Ccso 22(<28 |22(<28) |pF
M Nicht fir Neuentwicklung 153
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Ausgangskennlinien i
Ic = f(Ucg); Ig = Parameter
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AFY 10
AFY 11
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AFY 34
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° Gewichtetwa0,35g MaBe in mm

pnp-Mesatransistor

AFY 34 ist ein epitaxialer pnp-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik
mit einem koaxialen Gehduse. Er ist universell anwendbar bis zu Frequenzen von

1500 MHz.

Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 40 v
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 0,3 \
Kollektorstrom -Ic 20 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - BasisanschiuB Ren =170 grd/wW
Kollektorsperrschicht - Kollektoranschlu Ren = 180 grd/W
Kollektorsperrschicht - Basis- und Kollektor-

anschluB (beide Anschliisse thermisch

kurzgeschlossen) ) Ren = 157 grd/W

Anordnung der Warmewiderstande in Sternschaltung zwischen Sperrschicht und
Gehause.

Sperrschicht

A = %0gra/W

Am=30gra/w Ry 5 40gra/w

Basisring Kaliektorstift




AFY 34

Statische Kenndaten (Ty = 25°C)

Fir folgenden Arbeitspunkt gilt:

~Uce -Ic -Ip B
v mA pA I/l

12 \ 2 ’ < 200 ‘ >10

Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C)

Maximale Schwingfrequenz frmax ~ 35 GHz
Arbeitspunkt: -Ucg = 22,5 V;

-Ic = 45 mA; f = 800 MHz; R, =5kQ;

Rg = 60 Q (Basisschaltung)
Ausgangsspannung an 60 Q (A-Betrieb) Uneft 1 \%
Leistungsverstarkung (A-Betrieb) Vb 14 dB
Maximale Ausgangsleistung P 35 (> 30) mWwW
Leistungsverstéarkung bei max. Ausgangsleistung Vob 8 dB
Kleinsignalverstarkung Vb 15 (> 12) dB
Arbeitspunkt: -Ucg = 12 V;

-Ic = 2mA; f = 800 MHz

Ggopt = (25,8 - j 16,7) mS
Rauschfaktor F 75 dB
Arbeitspunkt: -I¢c = 4,5 mA; -Ucg = 22,5 V; f =800 MHz
g11p=13 mS |y126] = 0,14 mS ly21p| = 19,8 mS g22p = 0,41 mS
b41p = 11,8 mS @12 =-135° enp =62° 5 by =4,3 mS
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Eingangsleitwert Y115 Vorwirtssteilheit Y21p
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AFY 34

MeBschaltung fiir Leistungsverstirkung bei 800 MHz
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